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1.はじめに：我々はミッドギャップ準位の充放電に伴うメモリー効果を

低 Mg ドープ p-GaN ショットキー接触の I-V,C-V 特性において観察した

[1,2]。さらに、前回、順方向 I-V特性の掃引速度依存性を評価し、変位電

流の存在を報告した[3]。今回は逆方向特性においても変位電流の存在を確

認し、交流動作への応用を試みた結果を報告する。 

2.試料の作製：図 1に試料構造を示す。サファイア基板上にMOCVD法

で低Mgドープ(Mg = 1×10
18

 cm
-3
) p-GaNを 2m成長した。電子ビーム蒸

着法により, Niショットキー電極(200 m)を蒸着した。オーミック電極と

して InGaを形成した。 

3.結果と考察 

3.1.I-V特性：図 2に掃引速度(vsweep)が 0.01、0.1、1V/sで、

電圧を 0→-5V（降電位方向）、-5→10V（昇電位方向）と連続

して掃引した I-V特性を示す。0→-5Vの降電位方向掃引では

前回同様、電流が vsweepに比例している。、-5→10Vの昇電位方

向掃引では、電流の絶対値は 0→-5Vの降電位方向掃引を繰り

返した場合とほぼ同じ値が得られたが、極性が途中で反転し

た。よって変位電流が支配的であることが確認できた。この

現象は、逆方向特性でも+7V まで継続することが判明した。

この-5～+7Vの範囲外では通常通り真電流が支配的である。 

3.2.交流動作：電圧源として、振幅 2～10V、周波数 20mHz

の正弦波を入力した場合の電流波形を図 3に示す。 (i)振幅が

4V以下の場合、変位電流支配的な領域で動作するため電流波

形は微分されて（i=Cdv/dt）90 度位相がずれている。さらに、

ダイオードの整流性により、順方向のピーク電流値が逆方向

よりも大きくなっている。(ii)振幅がさらに大きい場合、入力

電圧が真電流領域にかかり、同位相の部分が発生する。振幅

の増加に伴い、この成分が次第に大きくなる。よって静特性

から予想された変化及び真電流の切り替えが交流動作でも確

認され、位相変調を受けた電流波形が得られた。 
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図 2. 掃引速度の異なる I-V特性 

図 3.正弦波入力時の電流波形 

図 1. 試料構造 
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